EHM3151 Elektronik Devreler 1 Laboratuvar: Dersi Malzeme Listesi

Genel: Krokodil kablo (5 adet), koruyucu seffaf gozliik (kisi basi 1 adet), breadboard (1 adet),
baglanti kablosu (10 adet), kursun kalem, not kagidi veya not defteri.

Deney 0: Cihaz Kullanimi ve Lehimleme Teknigi

Multimetre, trafo, osiloskop, DC gii¢ kaynag1 ve AC sinyal lireteci laboratuvarda yer almaktadir.
Laboratuvarda yer alan multimetreleri kullanacak olan gruplarin yanlarinda 1 adet 9V pil
bulundurmasi énerilir. Havya ve lehim teli laboratuvarda yalnizca egitim amag¢h bulunmaktadir, satin
alinmasi sart degildir yalnizca baski devre yapiminda temin edilmesi gerekmektedir.

Deney 1: Diyot Karakteristikleri

Diyot: 1N4001 diyot (1 adet), 1N4148 diyot (1 adet), AA119 diyot (1 adet), LED (1 adet), 5.6V
zener diyot(1 adet)
Direng: 1 kQ (1 adet)

Deney 2: Kirpici ve Dogrultucu Devreler

Diyot: 1N4001(4 adet)
Direng: 1k (1 adet), 22kQ (1 adet),100 kQ(1 adet)
Kondansator: 1pF (1 adet), 100puF (1 adet)

Deney 3: Zener Diyotlu Devreler

Diyot: 1N4001(4 adet), 9.1V zener diyot (1 adet)

Direng: 560Q) (1 adet), 10k POT (1 adet)

Kondansator:470uF 25V (1 adet), 100uF 35V(1 adet), 1000pF 35V (1 adet)
Transistor: BC140 (1 adet)

Deney 4: Bipolar Jonksiyonlu Transistor Karakteristikleri

Direng: 1kQ (1 adet),120k( (1 adet)
Transistor: BC237 veya BC238 (1 adet)

Deney 5: MOSFET Karakteristikleri

Direng: 1k (1 adet)
Transistor: BS170 N-kanal (kanal olusturmali) MOSFET veya muadili (1 adet)




Deney 6: Bipolar Jonksiyonlu Transistorlii Kuvvetlendiricinin Frekans Cevabi

Direng: 1kQ(1 adet), 3.3kQ(1 adet), 8.2kQ(1 adet),12k (1 adet), 1x82kQ(1 adet)
Kondansator: 10uF(2 adet), 470pF(1 adet), 1nF (1 adet)
Transistor: BC237 (1 adet)

Deney 7: MOSFET’li Kuvvetlendirici Devrelerinin Frekans Cevabi

Direng: 220Q (1 adet), 1kQ (1 adet), 10kQ (1 adet), 360k (1 adet), 1IMQ (1 adet), 10kQ POT (1
adet)

Kondansator: 1pF(3 adet), 100pF (3 adet)

Transistor: BS170 N-kanal (kanal olusturmal) MOSFET veya muadili (1 adet)

Deney 8: Transistoriin Zaman, Is1 ve Isik Anahtari Olarak Kullanilmasi (Baski Devre Teknigi)

Direng: 330Q (1 adet), 1kQ (1 adet), 100kQ (1 adet), 100kQ POT (1 adet), LDR (1kQ ~10kQ) (1
adet), NTC (1kQ ~10kQ) veya PTC (1 adet)

Kondansator: 220uf (1 adet)

Transistor: BC237 (1 adet)

Baski Devre i(;in: Bakir plaket, havya, lehim teli, lehim pastasi, lehim siingeri, ¢6zelti vb. baski devre
malzemeleri. (Baski devre malzemeleri deney 8 hakkinda duyuru yayinlandiktan sonra temin
edilebilir.)

Deney 9: Bipolar Jonksiyonlu Transistérlii Kaskat Baglantili Kuvvetlendirici Devreleri

Direng: 270 (1 adet), 1kQ (1 adet), 2.2k (2 adet), 10kQ (2 adet), 100kQ (2 adet)
Transistor: BC237 (2 adet)
Kondansator: 1pF (3 adet)

Deney 10: Lojik Kapilarin Bipolar Jonksiyonlu Transistorle Gergeklenmesi

Transistor: BC237 veya BC238 (2 adet)
Direng: Diren¢ elemanlar1 simtlasyonu yapilan devreye gore belirlenecektir, var olan malzemeler
ile olusturulabilir.

Tim bu malzemeler bir set olusturacak sekilde belirtilmistir. Her bir masanin bir set malzeme
edinmesi yeterlidir.

Malzemeler her deney icin gerekli olan en az miktarda yazilmistir. Ozellikle yaniletken malzemelerin
yedekli edinilmesi 6grencilerin sorumlulugundadir. Transistér ve diyotlarin toplam sayismin iki
katinda alinmasi 6nerilmektedir.

Her bir 6grenci laboratuvara is giivenligi kurallar1 geregi gozii kapatacak sekilde koruyucu gozliik ile
girmelidir. (Numaral gozliik veya siperlik de kullanilabilir.)



